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　本研究 で は ， 常圧常温下で B8 構造 を と り， 軸比 の 異な る MnTe （o ノα ＝ 1．62 ）と CrSb

（e ノα ＝ 1．32 ）， そ して B1 構造か ら B8 構造 へ の 圧 力誘起相転移 が報告され て い る MnSe の

3種 の 化合物に っ い て の 高圧下 に おけ る X 線回折 ・電気抵抗 測定実験 をすす め た 。 X 線 回折に

よ っ て ， MnTe で は約 23GPa ，
　 CrSb で は約 17GPa で ，

い ずれ も B8 構造か ら斜方晶 MnP

型 （B31 ）構造 へ 転移す る こ と が見出され た。また，　 MnSe に つ い て は 約 10GPa に おい て 既

報の B1 → B2 転移 を確認 した の ち ， 新 た に約 32GPa に お い て相転移 を見出だ した。

　こ れ らの 結果 と電 気抵抗測定の 結果 と をあわ せ て ， B8 構造 の 高圧 下に お ける構造相転移 の

機構 に っ い て議論す る 。

22． 大 き さ を持 っ た粒子 問 の 分散力

村　田　道　夫

　平行 な 2 枚 の 壁 に 挾 まれ た狭 い 空問に あ る大き さを持 っ

た粒子及 び 分子 間の 分散力は壁 の 電磁気的 な相互 作用 の 為　　　　 戸

に 自由空間に あ る 場合 と は大き く変化する こ とが分か っ た 。

壁 が 金属 の 揚合及び誘電体 の 場合に つ い て 分散 力 の 変化を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
計算 した。

　一
般に ， 分散力は 次の式 で 与え られ る 。

　　　U − 一
舌べ・・ ［・ 1 （・ξ…

EE
・・

・ … ξ・・ … ξ・eqEE・r
・

γ
1 ・ξ・

　　　　　＋ β1 （i ξ）vMM （・ 1 ・
，
　i ξ）β、

（iξ）vMM （・
，

r
、　iξ）

　　　　　＋ a1 （iξ）Ψ
EM

（rl γ 2　iξ）β2 （i ξ）vME （γ 2rl 　iξ）

　　　　　＋ β1 （i ξ）vME （rl γ 2　iξ）Ct2 （iξ）Ψ
EM

（r2TI 　i ξ）：】d ξ

　こ こ に
， α ， βは そ れ ぞれ粒 子 の 電気 的，磁気的な分極率 　vAB （〆 r ω ）は γ 点 に あ り，

ω で 振動 し て い る B （電 気 or 磁気 ）ダイ ポ
ー

ル に よ る r
’

点で の A （電場 or 磁場 ） を表わ

す テ ン ソ ル で あ る。金属球 の 場合に は 磁気的 な項が電気的な項 と同程度の 寄与をする が ， そ れ
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以外 の 揚合は 磁気的な 項 の 寄与は 非常 に小 さい 。

壁が金属の 場合 に は ， 壁 の 効果 を壁 の 中に イメ
ー

ジ ダイ ポール を想定 す る こ とで置 き換え られ る。

電 気的ダイ ポー
ル の イ メ

ージは図の 様に 壁に垂 直

な成分は 同 じ向き ， 平行な成分は 向 きが交互 に 変

わ る。遅延 の 効果 を無視すれ ば ， 現実 の ダイ ポ
ー

ル と違 う向きの イメ
ージ は分散力 を弱 め ， 同じ向

2

覧
‘

修士論文題 目ア ブ ス トラ ク ト

O
　　 o 隔｛陰暁 ）1   （肱 ） 2

きの イ メ
ージは 分散力 を強め る働き をす る 。 こ の こ とか ら粒 子問の 距ee　R が比較的小 さな領域

で は壁 に平行 な 2 成分 の イ メ
ージが分散力 を弱め ，

R が大 きい 領 域 で は 壁 に垂 直な成分 の 巨大

イ メ
ージ ダイ ポー ル が形成され ， これ に よ り分散力が強め られ る と理 解され る 。 しか し実際 に

は ， 遅延 の効果で イ メ
ージか ら の 距離に よ っ て 位相が変わ る の で ， これ ほ ど単純に は考 え られ

な い
。 磁気 的 な壁 の 効果は ， 電気的な もの と性質が異な っ て い る こ と も報告 す る 。

23．　 1丁型遷 移金属 ダ イ カ ル コ ゲナ イ ド層問 化合物

　　　M
．
Tis2 の 電子 構造

山　崎　隆　浩

　 1 丁型層状遷移金属 ダイ カ ル コ ゲナ イ ドTis2 の 層間に 3d 遷移金属 をイ ン タ
ーカ レ

ー
ト し

た M
．
Tis2 （M ＝ 3d 遷移金 属 ）は磁性及び輸送現象 に 興味深い 現象 を示 す。 こ れ ら の 層問化

合物 の 磁性 ， 輸送現象及 び イ ン タ
ー

カ レ
ーシ ョ ン の 構造 を理論的 に解明 する た め に ， 電子状態

の 計算を行な っ て きこ 。 M
．
Tis2 の 電子帯構造の 計算は ，

マ ッ フ ィ ン
ー

テ ィ ン球近似 を使 っ

た self−consistent　APW 法を用 い て行 な っ た 。 電荷密度 の 決定は 1／100Ry の 精度 内で エ ネ ル ギ

ー固有値が 求 ま る よ うに行 な っ た 。 実際 の 計算は ， 比較的結晶構造の 簡単な Tis2 ，　 FeTis2 ，

CrTiS2 ，　 Fei／3TiS ，
の 常磁性状態に 対 して 行な っ た 。　 FeTiS2 ，　 Fel／3TiS2

の フ ェ ル ミ レ

ベ ル は状 態密度 の ピー ク付 近 に あ り， そ こ で の 状 態密 度 ρ （EF ）は 大 きな値 を持 ち ， 強磁性 の

で やす い 実験 結果 と対応 する 。 しか しジ Felノ， TiS ，
の ρ （EF ）は FeTiS2 の ρ （EF ）の 半分

程度 の 値 で あ る 。 こ の こ とは Fe1／3TiS2
の Tc （＝ 55K ）は FeTiS2 の Tc （＝ 160K ）に比

べ て 低い とい う実験事実 と対応 して い る 。 また Fel ／3Tis2 の ρ （EF ）に は ，　 Fe の 3d 成分
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